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OEM: Texas Instruments Transistor 2N1420

Datasheet

2N696, 2N697, 2N717, 2NT18, 2NT18A,
2N730, 2N731, 2N956, 2N1420, 2N1507, 2N1613, 2N1711

NPN-Doppelt-difiundierte-Silizium-Planar-Transistoren

Heohe Zuverldssigkeit, vielseitige Anwendungen
wie Verstarker, Schalter und Oszillatoren

von < 0,1 mA bis > 150 mA,

von Gleichstrom bis 30 MHz

Hohe Spannung, niedriger Reststrom

hee liber einen weiten Strombereich

Mechanische Daten
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SNT17, 2NT18, 2MNT18A, 2NT30, 2M731 und 2MB856 sind in JEDEC TO-18 Gehidusen.

2NB96, ZNEST, 2M1420, 2N1507, 2N1613 und 2M1711 sind In JEDEC TO-5 Gehdusen.
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* Absolute Grenzwerte bel Ty = 25°C (wenn nicht anders angegeben)

2ZNB96  ZNTIT ZNTIBA 2NT30 2NOSE ZN1420 2ZN1613 ZNITI1  Ein-

2MNBAT 2ZNTiB 2NT3 ZM150T heit
Kollektor-Basis- 60 60 75 60 75 60 75 5 ¥
Spannung
Kollektor-Emitter- 40 40 50 40 50 30 B0 50 W
Spannung (Bam, 1)
Rollektor-Emitter- a2 v
Spannung (Bem. 2)
Emitter-Basis-Spannung 5 5 7 8 7 5 7 7 ¥
Kollekterstrom 1.0 1,0 1,0 A
Gesamtverlustleistung 06 04 05 0,5 0,5 0,6 0.8 0.8 W
bei {odar darunter) 3 5 m () )] @ (10) (10}
Tu = 25°C (sieha Bem,
in Klammear)
Gesamtverlustleistung 20 1.5 1.8 15 1.8 2.0 3.0 30 W
bei (oder daruntar) (4) (6) (&) (6) (8) (4) (11) (1)
Ty = £5°C (sieha Bam.
in Klammer)
Gesamtverlustleistung 1.0 07 10 0,75 1.0 1,0 1.7 1.7 W
bei Tg = 100°C
Kollektor-Sperrschicht- 175 175 200 175 200 176 200 200 *C
temperatur
Lagerungs-Temperatur- —65°C bis 300°C
beraich
Bemerkungen:

1. Dieser Wert liegt an, wenn der Basis-Emitter-Widerstand (Reg) gleich oder kleiner 10 @ st
2. Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitter-Diode offen ist.
3. Lineare Abnahme bis Ty = 175°C mit 4,0 mW/C,

4, Lineare Abnahme bis Tg = 175°C mit 133 mwW/°C.

5, Lineara Abnahme bis Ty = 175 °C mit 2,67 mW/°C.

6. Lineare Abnahme bis Tg = 175 °C mit 10,0 mW/°C.

7. Lineara Abnahme bis Ty = 200°C mit 2,86 mW/°C.

8. Lineare Abnahme bis Tg = 200°C mit 10,3 mW/°C.

8, Lineare Abnahme bis Ty = 175 °C mit 3,33 mW/°C.
10, Lineara Abnahme bis Ty = 200 °C mit 4,56 mW/*C,
11. Lineare Abnahme bis Tg = 200 °C mit 17,2 mW/*C.

* JEDEC registriert.
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—_—
| # Elgktrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parametar Frof- TO-5 TO-5 TO-18 TO-18 Ein-
bedingungen 2MNEGBG ZNEIT 2NT1T ZNTIB heit
2N730 2NTH
min max min max min max min max

Uipr)ceo Kollektor-Basis- lg= 100 wA;, &0 60 60 60 v
Durchbruch- Ig=0
spannung
U:nn,ggg K.allaktor-Emittar- |c = 30 mA, v
Durchbruch- Ig=0
SpaAnnUNg {Bam, 12)
Uinrcer Kollektor-Emitter-  lg = 100 mA, 40 40 40 40 v
Durchbruch- Rpg = 10
spannung {Bam. 12)
Uipr)gpo Basis-Durchbruch-  |g = 100 ph, 5 5 B ] v
SpannURg lg=10
AuSgenammen
2NT1T, 2NT18:
Y Ig = 1 mA
leno Hollektor-Basis- Ugcp =30V, 10 1,0 1.0 1.0 A
Reststrom g = O
Upp = 30V, 100 100 100 100 e
her Glaichstrom- Upg =10, 20 60 40 120 20 60 40 120
verstrkung Ig = 10 m&
(Bam. 12)
Upe Basis-Emittar- Ip = 15 md, 13 1.3 1.3 1.3 W
Spannung Ig = 150 m&
(Bam. 12)
Uce(sayy Hollektor-Emitter-  Ip = 15 mA, 1.5 15 1.5 15 v
Restspannung le = 150 ma
(Bem. 12)
| haga | Betrag der Upe =10V, 20 2,5 20 25
Kurzschlul- lg = 50 mA,
Stromverstarkung = 20 MHz
Cabs Leerlauf- Uen =10V, 35 35 B 35 pF
Ausgangskapazitit Ilg = 0,
fe=1MHZ
Cib Leerlauf- Ugr =05V, 80 80 pF
Eingangskapazitdt Ig= 0,
f=1MHz
Bemerkung:

12, ImpulsmaBig gemessan: Impulsbreita = 300 ps, Tastverhdltnis = 2%
Die Impulsbreite muB so sein, daB Halbierung oder Verdoppelung kelne gréBera Anderung
als die Genauigkeit der Messung ergibt.

* JEDEC registriart,
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* Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prif- TO-5 TO-5 TO-5 TO-5 Ein-
bedingungen TO-18 TO-18 hait
ZNTIBA 2N956

ZN1B13 2N1420 2N150T ZN1TH
min max min max min max min max

Uipr)ceo Kollekior-Basis- lg =100 A, 75 60 60 75 v
Durchbruch- Ig =0
spannung
Umn)ycro Kollektor-Emittar-  Ig = 30 mA, 2% v
Durchbruch- lp=0
spannung {Bem. 12)
Umr)cer Kollekter-Emitter- lg = 100 mA, B0 30 30 50 v
Durchbruch- Rpg = 10 @
spannung (Bem. 12)
Umer)eso Emitter-Basis- Ig = 100 pA, 6 7 v
Durchbruch- lg=10
spannung
lepo Kollektor-Basis- Uen= 30V, 1.0 1.0 [
Reststrom Ig =0
Ugp= 30V, 100 50 BA
13 - 0|
Ty = 150°C
Upn= 60V, 0,010 0,010 sA
lg =0
Upp =680V, 10 10 BA
IE - ur
Ty = 150°C
lcER Kollektor-Emitter- Ugg = 20V, 10 wh
Reststrom Rupg = 100 kG
lgBO Emitter-Basis- Uge = 5V, oM 100 0,005 uA
Reststrom lg=10
hrg Glaichstrom- Ugg = 10Y 20
varstirkung lg =10 pA
Ugeg =10V, 20 »
lg = 100 pA
Ugg =10V, 35 75
lg = 10 mA
(Bem. 12)
U =10V, 20 35
Ig = 10 mA,
Tg = —55°C
(Bam. 12)
Upe =10V, 40 120 100 300 100 300 100 300
lg = 150 maA
(Bem, 12)
Ugg =10V, 20 40
lg = 500 mA
* JEDEC registriert. {Bam. 12)
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Paramater Prif- TO-5 TO-5 TO-5 TO-5 Ein=
bedingungen TO-18 TO-18 helt
ZNT13A 2MESE

2N1612 ZN1420 EN1507 2NITI
min max min max min max min max

Une Basis-Emitter- Ig = 15 mA, i3 1.3 13 13 v
Spannung le = 150 mA
(Bem. 12)
Ucgaat) HKollektor-Emitter- Iz = 15 mA, 15 1.5 1,5 1,5 v
Restspannung Ig = 150 mA
(Bem. 12)
h11n KurzschluB- Uep=5Y, 24 34 Ea &
Eingangsimpadanz: lIg = 1 mA,
fe=1kHz
Ugs=10V, 4 8 4 B Q
lg = 5 mA,
f=1kHz
hiizn Leerlauf- Uem=5Y, Ix 5 %
Spannungsriick- lg = 1 mA, 10 104
wirkung f=1kHz
Uem =10V, Ix £ x
lg =5 ma, 10— 101
f=1kHz
hgan Learlauf- Uegp = 5V, o1 05 01 05 B3
Auspangsadmittanz Ic = 1 mA,
f=1kHz
Ugg =10V, 01 10 61 10 uS5
lg = 5 mA,
fe=1kHz
ho1e KurzschluB- Ugg =5V, 30 100 50 200
Stromverstarkung lg = 1 mA,
f=1kHz
Ugg =10V, 35 150 70 300
le = 5§ mA,
f=1kHz
Ihgial Betrag der Kurz- Uge =10V, 30 25 25 3,5
schlub- lg = 50 mA,
Stromverstirkung { = 20 MHz
Con Leerlauf- Uenr = 10V, 25 35 k) 25 pF
Ausgangskapazitit Ig =0,
f=1MHz
Cin Leariauf- Ugr = 05V, B0 80 pF
Eingangskapazitht Ig=10,
f=1MHZ

Bemerkung: ImpulsmaBig gemessen: Impulsbreite = 300 ps, Tasiverhiilinis < 2%

Die Impulsbreite mull so sein, daB Halbierung oder Verdoppelung kelne gréBere Anderung
als die Genauigheit der Messung ergibt.
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* Betriebsdaten bel Ty = 25°C
Parameter Priifbedingungen TO-18—+ 2N856 2NT18A Ein-
TO5 —  2N1TI1 ZMN1613 heit
typ max typ max
MNF Mittlerar Rausch- Upg =10V, lg = 300 ul 5 ] 6 12 dB
zustand Rg =610 Q, f = 1kHz
Schaltwerte bel Ty = 25°C
Parameter Prifbedingungen TO-18—  ZNTIBA Ein-
TO-5 =  2N1613 heit
typ max
tr Gesamtschaltzeit sieha Bild 1 20 30 ns

* JEDEC registriert.
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* Parameter-Messung
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Bild 1: Schaltzeitmessung fir 2NT18A und ZN1613

Bemerkungen:

13. Das Eingangssignal wird mit einem Mercury-Relais-Impulsgenerator mit folgenden Werten
peliefert: tr < 1 ns, tr< 1 ns, PW = 15 ns. R, und die Amplitude des Eingangssignals

werden so eingestellt, dall an Pkt. A der spezifizierte Spannungspegel auftritt.

14, Die Signalformen werden mit einem Sampling Osz. und Tastspitze mit 2 kQ (t, << 0,4 ns)

sichtbar gemacht.
* JEDEC registriert.
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Typische Kennwerte

Kollektor-Emitter-Restspannung als Funktlon des Kollektorstromes
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Mormierts Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
als Funktion des Basls-Emitter-Widerstandes
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Basis-Emitterspannung als Basis-Emitterspannung als
Funktlon des Kollektorstromes Funktion der Umgebungstemperatur
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Typische Kennwerte

KurzschluB-Eingangsimpedanz als
Funktion des Kollektorstromes
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Verlauf bei konstantam fp
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Bemerkung:

b) Man erhilt fr,wenn | hare| als Funktion
der Frequenz mit einem Wert von
=6 dB [ Oktave von f = 20 MHz bis
zur Frequenz, bel der ]hmel = 1 be-
tragt, extrapoliert wird,
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* Thermische Kennwerte

Verlustleistungsabnahmea fir TO-5 Gehiuse
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* JEDEC registriert.
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